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さらに、 Nb/n-InAs/p-I凶 lnAs接合を作製し、 p-I凶1nAsからのスピン編極電流注入による Nb/n・InAs
接合の輸送特性の変化についても報告する。
1. Nb/o-InMnAslNb接合
図 1-1に、本接合の摸式図を示す。接合形状は、チャネル幅 Wヒ20. 
μm，Nb電極間隔L=0.8μmで、 p-Il1o.96MIlo.04As層厚は、 20nmで
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国 2・2に、p-Ino剣Mno栃Asからの注入電流による n-lnAsftネルの
微分コンゲクヲンス，バイアス電圧特性の変化を示す〈試料構造辻、図
2・1を参照、)。注入電流ん=0μAの持、 i同<2mV以下の領域で、
微分コンゲクヲンスの減少が観測された。この結果は、 n・lnAsの輪送
特性がNbからの近接効果により変調されていることを示して
いる。この微分コンダ妙ンスの減少は、p-1no舛 Ml10ωAsからの注入
電波の増大により抑輔されていくことが分かる。一方、Nbか
ら電流注入した場合にはこのような変化は観挺されなかった。
強磁性体中の交換場が超伝導体中に染み出し、へ.7ポテンシャルを減
少させる、所謂「逆近接効果j を考憲して理論解析した結果、
p-1no.94Ml1o・“おからのスピン偏極電流によって逆近接効果が増大
し、 Nb/n-lnAs界面近傍のへ.7irテンシ坊が減少すると仮定すると、
実験結果を定性的に理解できることがわかった。 毘2・2
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